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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月17日(2009.6.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リードフレームに搭載された、トーテムポール接続された一組の電力スイッチング素子
と、前記一組の電力スイッチング素子を制御する制御素子とが、樹脂パッケージ内に封止
された半導体装置であって、
　前記リードフレームは、
　前記樹脂パッケージの一端に形成された第１接続リード部と、
　前記一端に対向する他端に形成された第２接続リード部と、
　前記第１接続リード部が形成された側に、前記一組の電力スイッチング素子のうちハイ
サイドの電力スイッチング素子を搭載するためのハイサイド素子搭載部と、ローサイドの
電力スイッチング素子を搭載するためのローサイド素子搭載部とが交互に配置された第１
素子搭載部と、
　前記第２接続リード部が形成された側に、前記制御素子を搭載するために配置された第
２素子搭載部とを備え、
　前記第２素子搭載部は、前記ハイサイド素子搭載部と前記ローサイド素子搭載部とに並
んで、かつ、前記ハイサイド素子搭載部の前記ローサイド素子搭載部から最も離れている
部分と、前記ローサイド素子搭載部の前記ハイサイド素子搭載部から最も離れている部分
との間に配置され、
　前記ローサイドの電力スイッチング素子のドレイン電極と電気的に接続された前記ロー
サイド素子搭載部と、前記ハイサイドの電力スイッチング素子のソース電極とが、金属細
線で接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　リードフレームに搭載された、トーテムポール接続された一組の電力スイッチング素子
と、前記一組の電力スイッチング素子を制御する制御素子とが、樹脂パッケージ内に封止
された半導体装置であって、
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　前記リードフレームは、
　前記樹脂パッケージの一端に形成された第１接続リード部と、
　前記一端に対向する他端に形成された第２接続リード部と、
　前記第１接続リード部が形成された側に、前記一組の電力スイッチング素子のうちハイ
サイドの電力スイッチング素子を搭載するための複数のハイサイド素子搭載部と、ローサ
イドの電力スイッチング素子を搭載するための複数のローサイド素子搭載部とが交互に配
置された第１素子搭載部と、
　前記第２接続リード部が形成された側に、複数の前記制御素子を搭載するために配置さ
れた複数の第２素子搭載部と、
　前記複数のハイサイド素子搭載部を電気的に接続する第１素子間配線部と、
　前記複数の第２素子搭載部を電気的に接続する第２素子間配線部とを備えたことを特徴
とする半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明の半導体装置は、リードフレームに搭載された、ト
ーテムポール接続された一組の電力スイッチング素子と、前記一組の電力スイッチング素
子を制御する制御素子とが、樹脂パッケージ内に封止された半導体装置であって、前記リ
ードフレームは、前記樹脂パッケージの一端に形成された第１接続リード部と、前記一端
に対向する他端に形成された第２接続リード部と、前記第１接続リード部が形成された側
に、前記一組の電力スイッチング素子のうちハイサイドの電力スイッチング素子を搭載す
るためのハイサイド素子搭載部と、ローサイドの電力スイッチング素子を搭載するための
ローサイド素子搭載部とが交互に配置された第１素子搭載部と、前記第２接続リード部が
形成された側に、前記制御素子を搭載するために配置された第２素子搭載部とを備え、前
記第２素子搭載部は、前記ハイサイド素子搭載部と前記ローサイド素子搭載部とに並んで
、かつ、前記ハイサイド素子搭載部の前記ローサイド素子搭載部から最も離れている部分
と、前記ローサイド素子搭載部の前記ハイサイド素子搭載部から最も離れている部分との
間に配置され、前記ローサイドの電力スイッチング素子のドレイン電極と電気的に接続さ
れた前記ローサイド素子搭載部と、前記ハイサイドの電力スイッチング素子のソース電極
とが、金属細線で接続されていることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、本発明の別の半導体装置は、リードフレームに搭載された、トーテムポール接続
された一組の電力スイッチング素子と、前記一組の電力スイッチング素子を制御する制御
素子とが、樹脂パッケージ内に封止された半導体装置であって、前記リードフレームは、
前記樹脂パッケージの一端に形成された第１接続リード部と、前記一端に対向する他端に
形成された第２接続リード部と、前記第１接続リード部が形成された側に、前記一組の電
力スイッチング素子のうちハイサイドの電力スイッチング素子を搭載するための複数のハ
イサイド素子搭載部と、ローサイドの電力スイッチング素子を搭載するための複数のロー
サイド素子搭載部とが交互に配置された第１素子搭載部と、前記第２接続リード部が形成
された側に、複数の前記制御素子を搭載するために配置された複数の第２素子搭載部と、
前記複数のハイサイド素子搭載部を電気的に接続する第１素子間配線部と、前記複数の第
２素子搭載部を電気的に接続する第２素子間配線部とを備えたことを特徴とする。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】削除
【補正の内容】
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